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要約 




れている。PCRAM は PCM が呈する高抵抗なアモルファス相と低抵抗な結晶相との間に生じる抵抗差を利用し
てデータを記憶するメモリであり、電気パルスを印加した際に生じるジュール熱によって書き換えを行う。実用
材には Ge-Sb-Te 化合物(GST)が用いられているが、GST はアモルファス相の熱的安定性が低いことに起因して、
データ保持性能に乏しいだけでなく、更なる高集積化が難しいという課題がある。また、高融点かつ結晶相の抵
抗が金属的で低く、アモルファス化に大電流を必要とするため、動作エネルギーが大きいという課題もある。 

























第 3章: Cr2Ge2Te6化合物薄膜の相変化挙動 
 成膜ままCrGT 薄膜はアモルファス相であるが、380℃で熱処理することでCr2Ge2Te6単相が得られた。また、
興味深いことに結晶相の方がアモルファス相よりも高抵抗を示し、どちらの相もP 型半導体であることが分かっ
た。このような抵抗変化はGST をはじめとする典型的なPCM とは全く逆であり、CrGT が逆抵抗変化型PCMで
あることを明らかにした。CrGT は結晶相の抵抗が高いため、アモルファス化の動作エネルギーを劇的に低減可
















第 5 章: CrGT 薄膜の電気特性 
 CrGT の電気特性を評価すると、結晶化直後はアモルファス相よりも低抵抗で、その後の熱処理によって高抵
抗化することが分かった。特に 380℃で熱処理した結晶相はアモルファス相と比較して移動度が約 1 桁増加、キ























 また、すべての試料中に Cr が集まったナノクラスターが存在することも分かった。Cr ナノクラスターの存在
が結晶相中でCr 空孔を誘起し、このCr 空孔がホールキャリアの生成起源であると考えられた。即ち、不規則相
から安定相に変化する過程で、Cr ナノクラスターから Cr が供給され、空孔を埋める事が主な高抵抗化の要因で
あると結論付けた。 
 
第 8章: CrGT を用いた不揮発性メモリ 
 CrGT を用いてメモリデバイスを作製し、その動作特性を評価したところ 30nsと非常に短い電圧パルスで可逆











第 9章: 結論 
 CrGT が本研究の目論見通りアモルファス相の高い熱的安定性・高速動作・低動作エネルギーを併せ持つ材料
であることが分かった。本章には、2 章から8 章までの結果をまとめている。 
 
